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Temi della presentazione

e Inquadramento contestuale del lavoro;

e Descrizione dellapparato di misura TCT a freddo;

e Descrizione dellapparato di misura al Test Beam;

e Confronto tra misure preliminari in laboratorio e risultati al test beam;

e Risultati preliminari su sensori TimeSPOT irraggiati fino a 10" 1MeV Neq / cm?;

e Conclusioni e prossimi passi.
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Schema dell’apparato di misura in laboratorio
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Camera Climatica: T= -20°C;
Alimentatore LV: alimenta I'elettronica;
Alimentatore HV: fornisce bias ai sensori;
Driver del Laser: impulsi di 50ps, usato
come trigger;

Testa del laser; 650nm o 1030nm;
Oscilloscopio: raccolta dati;

PC: LabVIEW usato per il controllo
dellapparato (Posizione dei DUT,
Temperatura, lettura Oscilloscopio, HV) +
analisi dati;

Ottiche di collimazione e messa a fuoco

del laser (@ laser ~ 2-4 ym);

| dispositivi sotto test sono installati su un
sistema di micromovimentazione X)Y,Z



Immagini dell’apparato di misura

Climatic Chamber

| sensori irraggiati presentano elevate leakage
current causata dal danno da radiazione, per
tale motivo & necessario operare a basse
temperature < -10°C per ridurre tale contributo..
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Immagini dell’apparato di misura

Laser rosso 650 nm

Laser
Head Laser IR 1030 nm

Sorgenti laser utilizzate per depositare la carica
nei sensori per valutare la raccolta della carica e
la risoluzione temporale.



Immagini dell’apparato di misura
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Driver Laser:

frequenza degli impulsi 1-8 MHz
durata degliimpulsi ~ 50ps, o, ~ 3ps




Immagini dell’apparato di misura

OSCILLOSCOPE




Immagini dell’apparato di misura
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Apparato sperimentale al Test-beam
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Misure in laboratorio Vs test-beam: ¢ = 10" (~fluenza di HL-LHC)
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Misure in laboratorio Vs test-beam: ¢ = 10" (~fluenza di HL-LHC)
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Recupero delle prestazioni e scoperta dell’effetto di moltiplicazione
della carica in sensori 3D a trincea TimeSPOT irraggiati fino a fluenze
di 10" 1MeV Neg / cm?
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Misure in laboratorio Vs test-beam: ¢ = 10" (~fluenza di HL-LHC)
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Misure in laboratorio: ¢ = 10" (~ fluenza di FCC-hh)

e Studio della raccolta carica su sensori irraggiati fino a 10
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Misure in laboratorio: ¢ = 10" (~ fluenza di FCC-hh)
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Conclusioni e prossimi passi

L'apparato di misura ci permette di ottenere in laboratorio risultati compatibili con un test
beam;

| sensori 3D a trench TimeSPOT hanno dato prova di ottime prestazioni fino a fluenze di
irraggiomento pari a ¢ = 10" (~HL-LHO):

Risultati preliminari su sensori 3D a trench TimeSPOT irraggiati fino a 10 1MeV Neq / cm?
(~FCC-hh) hanno dato indicazione di un significativo deterioramento delle prestazioni:
per @ =5x10" la raccolta carica viene recuperata fino al 70% senza deterioramento della
risoluzione temporale, a ¢ =10"|a raccolta carica & ridotta al 30% (limite dei 400V dato

dall’elettronica).

Realizzazione di una nuova elettronica capace di arrivare fino a 800V;
Un test Beam con sensori irraggiati fino a 10" 1MeV Neq / cm? sard svolto a Luglio.

Una campagna di irraggiamento con protoni € in corso presso IRRAD (PS - CERN)
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Elettronica e sensori
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Elettronica custom:
Amplificatore a due stadi di amplificazione a transistor in SiGe.



Efficienza dei sensori irraggiati al Test-beam: apparato di misura
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Efficienza dei sensori irraggiati al Test-beam
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Risoluzione temporale di un sensore non irraggiato:

e Rapidita dei segnali (taglio in ampiezza @ 50%):
o Zona centrale (regione veloce);
o Lati esterni (regione lenta);
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